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ком способе выполнения измерителя утечка заряда с выравнивающих колец
не влияет на показания прибора, так как падение напряжения на низковольт-
ном плече от  тока утечки не зависит. Также существует возможность нара-
щивания блоков и увеличение диапазона измеряемых напряжений, причем
точность измерений существенным образом не будет меняться. 2) Второй
особенностью разработанного измерителя является применение автономного
радиопередающего интеллектуального измерительного модуля, не имеющего
прямой гальванической связи с любой из клемм. Результаты измерения на-
пряжения с «низковольтного» измерительного плеча высоковольтного блока
в интеллектуальный измерительный модульпо радиоканалу. Мощности пере-
датчика хватает для обеспечения уверенного приема сигнала на расстоянии
до 20 м на открытой местности.

В интеллектуальный измерительный модуль реализована возможность
корректировки характеристики высоковольтного измерителя.
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА СУЛЬФИДА КАДМИЯ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ВАКУУМНО-ТЕРМИЧЕСКИМ ИСПАРЕНИЕМ

В настоящее время для создания экономичных ФЭП используется
структура n-CdS/p-CdTe, где CdS используется в качестве широкозонного
окна, что позволяет уменьшить негативное влияние поверхностной рекомби-
нации неравновесных носителей заряда за счет удаления области их активной
генерации от освещаемой поверхности. В поликристаллических пленочных
гетеросистемах CdS/CdTe исследовано влияние кристаллической структуры
на оптические свойства слоев CdS, полученных термическим испарением.
Рентгендифрактометрически установлено, что с ростом толщины поликри-
сталлических слоев CdS от 0,1 мкм до 0,3 мкм, размеры областей когерентно-
го рассеяния (ОКР) увеличиваются от 44,1 нм до 104,3 нм. При этом микро-
напряжения в системе ITO/CdS также увеличиваются от 0,76·10-3 до 1,27·10-3.
На основе анализа экспериментальных значений межплоскостных расстоя-
ний в слоях CdS, сделан вывод о характере возникающих в процессе конден-
сации полупроводникового слоя остаточных макронапряжений. При малых
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толщинах в пленках CdS возникают сжимающие макронапряжения, а при
толщинах более 0,143 мкм – растягивающие макронапряжения. Аналитиче-
ская обработка спектров поглощения свидетельствует о влиянии толщины
слоя CdS на ширину запрещенной зоны. При увеличении толщины слоя CdS
до 0,3 мкм ширина запрещенной зоны возрастает до 2,423 эВ, а после отжига
– до 2,427 эВ. Среднее значение коэффициента пропускания исследованных
слоев CdS в спектральном диапазоне 550-850 нм составляет (80-95) %. Это
позволяет использовать их в качестве широкозонного "окна" в фотоэлектри-
ческих преобразователях на основе пленочных гетеросистем CdS/CdTe. При
этом оптимальная толщина слоя CdS составляет 0,3 мкм.
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КАРБИД КРЕМНИЯ – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Карбид кремния является перспективным полупроводниковым мате-
риалом для разработки приборов оптоэлектроники, микроэлектроники,
включая полупроводниковые пленочные приборы на гомопереходах. Это
связано с большой шириной запрещенной зоны полупроводника, высокой
теплопроводностью, высокими пробивными полями и скоростью насыщения
электронов, а также значительной радиационной и термической стабильно-
стью. Карбид кремния – отличный кандидат для изготовления мощных  вы-
сокочастотных приборов, действующих в условиях  ионизирующего и тер-
мического воздействия.[1,2]

Для получения кристаллических пленок SiC распространенным в на-
стоящее время методом  эпитаксии на кремниевых подложках  необходимо
обеспечение высокой (более 1200°С) температуры. Вследствие различия в
коэффициентах термического расширения  и рассогласования параметров
решетки (~8%) на границе раздела зарождается значительное количество пор
и дефектов, проникающих в растущую пленку SiC. В связи  с этим в послед-


